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Beschreibung 

Das MeBglied fur die zu regelnde Spannung ist eine Rei- 
henschaltung aus einer Zenerdiode und der Basis-Emitter- 
diode eines NPN-Transistors. An dem Collektor- Wider- 5 
stands-Spannungstcilcr ist die Gatcclcktrode eines Vcrar- 
mungsfcldeffekttransislors angeschlossen. 

Bei einer Spannungserhohung am MeBglied erhoht sich 
der Z-Diedenstrom und der Steuerstrom des Transistors, 
folglich sinkt die Spannung ain Collektor- WidersLands- 10 
Spannungsteiler und der Langsspannungsregler (Feldeffekt- 
transistor) wird gedrosselt, 

Durch die groBe Verstarkung des NPN-Transistors ist die 
Spannungsdifferenz der Regelung sehr gering. 

Der Kondensator verhindert bei Lastanderungen das 15 
Schwingcn der Schaltung. 

Palentanspriiche 

Der unter Schutz zu stellende Teil der Schaltung ist der 20 
Widerstands-Collektor- Spannungsteiler und der Feld- 
effekttransistor als Langsregler. 

Durch die hohe Verstarkung des NPN-Transistors ist 
die Spannungsanderung bei Lastanderung sehr gering. 
Durch die verwendeten hochohmigen Wderstande in 25 
der Schaltung ist der Eigcnstrombcdarf sehr gering. 
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